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れる O 反射高速電子線回析によれば，得られた Si 多結晶膜は，膜の表面において，膜厚に依存する配
向特性をもつことが分かった。これらの知見をもとに， MBD多結晶 Si 膜の成長過程についても考察
した。
第 3 章においては， MBD多結晶 Si 膜の電気的特性について調べた結果について述べた。 MBD多
結晶 Si 膜の電気的特性は，化学的気相成長法による従来の高温工程を経た多結晶 Si 膜とほぼ同程度で
あり，水素化アモルファス 8i 膜に比べて移動度は 2 桁ほど高い。例えば， 6000Cにおいて形成した膜厚
1μm のノン・ドープのMBD- 8i 膜は，わずかに P型であり，伝導度は10- 6 (8/ cm) 程度，正孔濃
度は約 1 x 1012/cnfで、あり，移動度は20 (cnf/V ・ s) であるO また，水素化によって， n 型試料の電子
濃度と電子移動度は低くなる O
MBD法により多結晶 8i 膜の低温形成を可能にしたことによって，耐熱温度の低い安価なガラス基
板上にも，多結品 8i 薄膜トランジスタを作製する途が拓けた。第 4 章では，全工程 600 0C以下の低温
プロセスを用いて，初めてガラス基板上に多結晶 8i 薄膜トランジスタを試作した結果について述べた。















本研究では先ず最初に10- 10 .........10- 11 Torr という超高真空下でMBD (分子線成長)法により石英基板
上に400... 6000C という低温で結晶軸配向性のそろった多結晶膜を成長させる技術を組織的に研究し， M
BD法による結晶成長過程とその物理機構を明らかにした。さらに成長膜に水素化処理を施こすことに
より，膜の電気的性質が大幅に改善できることを見出した。ちなみにこの方法で得られる多結晶シリコ




40 (cnf/V ・ s) と言う高性能TFTの試作に成功した。最後にこうして完成したTFTの技術を液晶表
示ドライブ用トランジスタ・マトリックスの製作に展開し，現在実用されている液晶表示カラーテレビ
円hu
開発の基礎技術を確立じた。
以上述べたように，本論文は多結品シリコン薄膜の低温成長とその基礎物生の解明ならびにその応用
として，高速化TFTマトリックス素子の実用化技術に貢献するところ大きく，工学博士の学位論文と
して価値あるものと認める。
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